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次世代炭素系硬質薄膜機能性表面の
創製技術の最先端
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Sliding speed V: 3.14 10-2 m/s
Load W: 1.0 N
CNx coating on Si(100)
v.s. Si3N4 ( 8 mm) ball, under PAO (1 ml)
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Sliding speed V: 6.28 10-2 m/s
Load W: 1.0 N
a-C:H coating on Si(100)
v.s. Si3N4 ( 8 mm) ball, under PAO (1 ml)
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研究開発の概要と目的

新規性・独創性及び内容 

研究成果及び企業への期待



～グリーンイノベーションを指向する機能表面・創製技術の最先端～

MVP法を用いた三次元・高速プラズマ加工技術 
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＞研究開発の概要

＞従来技術


